VHIAD FEEE

viR? 2024 20302k 5 ESENEEMOSFETsthiZEAR

EJ

(17dk] BFRFSE [IREYRwD] :172950297864093

(HikRESiE]] :2024-10-21 [iTHa#H4LE] :+86 180 2246 3983

St SR AR MRS SR | A |

[EBFHBME] :market@winmarketresearch.com

(#REMME] : ¥18900.00 X EBFhHR
¥18900.00 #32 B Fhix
¥37800.00 A+ X BBFhix

RNEHE

BENBEEMOSFETs (EBSUYFSEGUNREE) BRTFAENARPHAXMBAENMNERARAE, X% MOSFET
FRANEE (BRAIFHENERFREF) , AEESHENSEAXPHMEMZIERK. Sil@dEHiRiE
WZ BIRVEBERTE, RIFSEIERRFIRERZ B8RRI

2023F LS ENBEMOSFETsSHIAHETAR T 123%£5T, Mit2030FEEE 2%, FESIEKE (CAGR)

% (2024-2030) ., WMXEERE, PETHESE/LETHERIR, 2023FEHIHMEN BAHET, 452K

%, Fit2030F4GiKE BR%ET, BRESXKSEERHEE %.

HEE@FRIN, B MXELKEAMEHETT, 2023F 58 %WHHRH, 2B M, 234558 %M

%, FRItERFKJLE, HEXIEKEFIR, 2024-2030H8BICAGRALYHI %,

E=imRE, :II:%*I]E’X%%B’E”PEEE’JEF%IZ, 2023F 25 5FE %I ARG E, FuitERFKILE,
HXIGRIFRIRILE, FNIT2030FEREEEE] %,

MEmEmERSERE, 60VEEEEMAI, Fiit2030F M ERHAR

%, EIBRIFARIFRE, BINSFEE2023FMEKRARE %, KKRILECAGRKAN %,

MEFERE, 2KEEA, AENBEMOSFETsIZO BEE®EInfineon

Technologies. Onsemi. Vishay. Nuvoton. Toshiba. STMicroelectronics. ROHM. AOS. Panasonic. Taiwan
Semiconductor®, 2023%F, 2KE—HENBETEE. M, F—HEASEXRY %WHHRE; F_HABE. .
MEF, HEHE %RE.

FIRERALIKSPETIHSENBEMOSFETSH=EE. 2. HE. HEH. MEEREXRERE, ERomeK5HEST
UNEE FERFR. Cmig. Mg, HE. HERARSKNPERIEEE=BHNTIHNE. HEEIEN2019F2
0234, FM#HE/92024F 20305,

FE HEE:

Infineon Technologies

Onsemi

Vishay

Nuvoton

Toshiba

STMicroelectronics

ROHM

AOS

Panasonic

Taiwan Semiconductor

NCE Power

Renesas

MCC Semi

Nexperia

Diodes Incorporated



REAR~ AR, SFEMTILTES:

40V

60V

100v

Hith

BRARNA, TESFMT/LA A

RBEhRE

BAMNSRE

Hith

ERXFOT/MHX

jex

%))

HE

A

FHE

AXEXHIE, EETEERNRMT!

F1E: REGIPEE. FRASREENTETD, TUER. RRHL. WRREEF
B8 2REAME (FEE. FEB. HE. FRE. HEWAFHIE, 2019-2030%F)
$38: CEERAENBEMOSFETsEE BRF DT, TEEIESENBEMOSFETsHE. HE. WA, HHHE
o B FERATIEE R E S

FAE: 2SENBEMOSFETsEEMK S, SIEHE. HEBRNF

$58: SENBEMOSFETsEER BEFFRANE, SEAREN. HENEEMOSFETsFRE S, HE. A,
eSS

B6E: LHRAE~MERSENEEMOSFETSHE. WA, NMERGEIF

BTE: ERFENASENBEMOSFETSHE. WA, NMBRHEF

B8E: ki, ETESN. HEREDINE

FIE: fTlkmhs. BKREHAR. KRB, BHER. FFIRARER. TUHERF
F10E: REEIL

HEER

1 5%FNBEEMOSFETshiZ#LR

1.1 =REX KRG EE

1.2 BBARESERER, [ENEEMOSFETsEER S AINTILNES

1.2.1 £ AE~ RmER S ZENBEEMOSFETs & FIE Ki#4%42019 VS 2023 VS 2030
1.2.2 40V

1.2.3 60V

1.2.4 100V

1.2.5 Hith

1.3 NFREINHA, SENBEMOSFETsEEGAIFEMTNAAE

1.3.1 £ RN S ENBEEMOSFETsHHE L K#5552019 VS 2023 VS 2030
1.3.2 &S E

1.3.3BAMNARE

1.3.4 Hith

1.4 5EFENBEMOSFETsITIE R, REHE. WKRNER

1.4.1 55FENBEMOSFETsIT I BATIIR S 4R

1.4.2 5EN@EEMOSFETs R B %S

2 IS ZENBEMOSFETs B ARIE D

2.1 £BRENEEMOSFETSEE IR B I (2019-2030)

2.1.1 2R ENBEMOSFETs™=8E. 2. FREFAERA BB (2019-2030)
2.1.2 2ESENEEMOSFETs 2. ERERALEHBHE (2019-2030)

2.2 2R FEMK S ENEEMOSFETsF 2R A Ei#E (2019-2030)

2.2.1 2R FEMXSENBEMOSFETsFE (2019-2024)

2.2.2 2R FEMXSENBEMOSFETsF& (2025-2030)

2.2.3 2R F EMX S ENFEEMOSFETsFEH79E (2019-2030)



2.3 FEISZENBEMOSFETSIHEIR BTN (2019-2030)

2.3.1 FESENBEEMOSFETsF8E. 2. FRefAERLZEEE (2019-2030)
2.3.2 FESENBEEMOSFETsF 2. miIERERLEEE (2019-2030)

2.4 IS ENFEEMOSFETSSHE RIHE T

2.4.1 KIS ENEEMOSFETSSHESR (2019-2030)

2.4.2 K155 ENEEMOSFETs$HE (2019-2030)

2.4.3 £RHIHEENFBEEMOSFETsM&# % (2019-2030)

32REFEFE EHiHmEmah

3.1 £ERBHEE B ENBEMOSFETSFRETIAH &R

3.2 2R FEE BHRENEBEMOSFETsHE (2019-2024)

3.2.1 £ EE HSENEEMOSFETsH#E (2019-2024)

3.22 2HIHEE BAENEEMOSFETSTHE AN (2019-2024)

3.23 £HmHEE FSENBEMOSFETSHEME (2019-2024)

3.2.42023F 2 HRF BE RIS ENBEMOSFETSUINHER

33PEFHEE FSENBEEMOSFETsHE (2019-2024)

3. 3.1 FEHHEE BFAENEEMOSFETsHE (2019-2024)

332HEFRHEE FRENBEMOSFETsHEIWA (2019-2024)

3.3.32023FHREFEE RS ENEEMOSFETSIINHER

3.3.4hEHHEE HEENBEEMOSFETSHEMNE (2019-2024)

3.4 £RFE BSENEEMOSFETs S S R =57

3.5 2ERFE BRI B RS ENBEEMOSFETsE I 4 H &R

3.6 £ E BAENEEMOSFETs = mAEE KN A

3.7 RENEEMOSFETsITIEHRE. BHIZEDH

3. 7.1 5ENBEMOSFETSITILERE 7. 2023F2EKkTop 5S4 F= R ThiHH

3.7.2 2EKEZENBEMOSFETsE—1EfA. E_HIAME=MAESE (Rh8) KRhipHEH
3.8 Mg AN THiHHERD

4 RIRSENBEMOSFETsEEHX SR

4.1 2T EMXSZEN@EEMOSFETsTHIZAME S 2019 VS 2023 VS 2030

4.1.1 2T EMXSENFEEMOSFETSSHEWANRTIHHE (2019-20244)

4.1.2 2IRFTEHMXSENFEEMOSFETSEHEWATN (2024-20304F)

4.2 2T EMXSENFEEMOSFETSSHE 9 47: 2019 VS 2023 VS 2030

4.2.1 £IRFTEHXSENFBEEMOSFETsSHERTIAHNE (2019-20244)

4.2.2 2T EMXSEN@EEMOSFETsHE R THIHHERFN (2025-2030)

43 bEFIHTENTEMOSFETsSHE. WARIEKE (2019-2030)

4.4 BN ENEEMOSFETsHHE. WARIEKE (2019-2030)

4.5 hEHIHSENBEMOSFETsHEE. WARIEKE (2019-2030)

4.6 BAHIHSENEEMOSFETsHE, UWARIEKE (2019-2030)

4.7 ZEATHIZHSENBEMOSFETsSHE. WARIEKZE (2019-2030)

4.8 ENEHIHAENEEMOSFETsHE. WARIEKE (2019-2030)

5 2REBE~H I

5.1 Infineon Technologies

5.1.1Infineon TechnologiesEZ{E 8. SZENEEMOSFETsES~Eith, HEXKE., TEXWFRHiHHL
5.1.2 Infineon Technologies ;SZEN@BEMOSFETs™= RiMA&. S¥KRHi7MN A

5.1.3 Infineon Technologies ;SZENIEEMOSFETsHE. WA, MEREFIE (2019-2024)
5.1.4 Infineon Technologies AR T REBEI

5.1.5 Infineon Technologiest\V R EIZS

5.2 Onsemi

5.2.1 OnsemiEZAE 8. SENBEEMOSFETsA £, HEXIN. REXNFRTiFHII
5.2.2 Onsemi ;SZEN@EEMOSFETsF=RIMg. S8 RHiaMN A

5.2.3 Onsemi ;5ZENBEMOSFETsHHE. WA, NMIEREFE (2019-2024)

5.2.4 OnsemiABRENTREEWNS

5.2.5 Onsemit WV SR EHAS

5.3 Vishay

5.3.1VishayEZ&EFER. SENEEMOSFETsA~Rith, HEXE., TEWFRTHHMA
5.3.2 Vishay ;SEN@EMOSFETsF= @milig. S &THiHNA

5.3.3 Vishay /SZENEEMOSFETsHE. WA, MIEREFZE (2019-2024)
5.3.4VishayABE T REEWS

5.3.5 Vishaytt Il & ¥ sha&

5.4 Nuvoton

5.4.1 NuvotonEZA{EE. SENBEEMOSFETsA i, HEXE. ESNF R



5.4.2 Nuvoton ;5ZENIEEMOSFETsF= milig. S kHiaNA

5.4.3 Nuvoton ;SZENEEMOSFETsHEHE. WA, MBKREFZE (2019-2024)

5.4.4 Nuvoton A BIE T REBI S

5.4.5 Nuvoton®® W R ¥rEhS

5.5 Toshiba

5.5.1 ToshibaBZAE 8. RENEEMOSFETsE~Eith, HEXE. REXNF Rl
5.5.2 Toshiba SZEN@EEMOSFETsF= @mig. S KTz A

5.5.3 Toshiba ;RZEN@EEMOSFETsHE. YA, MEREFZE (2019-2024)

5.5.4 ToshibaABE T REEI S

5.5.5 Toshiba WV R ENS

5.6 STMicroelectronics

5.6.1 STMicroelectronicsEZAE 8. SENBEMOSFETsE~EM, HEXE. RHEWNFRTHIHMGL
5.6.2 STMicroelectronics ;SZENIEEMOSFETs~ Riig. S KLHiINA

5.6.3 STMicroelectronics ;SZENBEMOSFETsHHE. WA, MIBKREFZE (2019-2024)
5.6.4 STMicroelectronics AT @M R EEI S

5.6.5 STMicroelectronicstE L R EHA

5.7 ROHM

5.7.1 ROHMEZEREFE. [ENEEMOSFETsEF~EM, HEX. REXWFRHiHH
5.7.2 ROHM ;5ZENi&EMOSFETs~= Rmiig. SHAHiHNA

5.7.3 ROHM SZENIEEMOSFETsHE. A, MEREFIZE (2019-2024)

5.7.4 ROHMABE N REEIWSE

5.7.5 ROHM W R Fh oS

5.8 AOS

5.8.1 AOSEZRZEE. SENBEMOSFETsAE=EM, HEXIH., EFWNFRHIHMA

5.8.2 AOS ;SZENIBEMOSFETs= Mmiltg. STz

5.8.3 A0S /SZENIEEMOSFETsTHE. WA, MBKREFIZE (2019-2024)

5.8. 4 AOSRBEENKREEISE

5.8.5 AOSTR WV R FEHZS

5.9 Panasonic

5.9.1 PanasonicEA{E 8. RENBEEMOSFETsAE~Eith, HEXE. REXNF Rl
5.9.2 Panasonic ;5ZEN@EEMOSFETsF= milig. S8Rtz A

5.9.3 Panasonic ;SEN@EEMOSFETsHE. WA, MEREFZE (2019-2024)

5.9.4 PanasonicABIBN REBISE

5.9.5 PanasonictB Al R EEHA

5.10 Taiwan Semiconductor

5.10.1 Taiwan SemiconductorBZ{Z 8. SZENFEMOSFETsE = Eitl, HEXE. REXWFRHiFMI
5.10.2 Taiwan Semiconductor ;SZENEEMOSFETs= miltg. SN tHiHN A

5.10.3 Taiwan Semiconductor ;SZENEBEMOSFETsHEHE. WA, MIEKREFZE (2019-2024)
5.10.4 Taiwan SemiconductorABE N REBIE

5.10.5 Taiwan Semiconductorit\ & EhEh7S

5.11 NCE Power

5.11.1 NCE PowerEZA&(ER. SENEEMOSFETsEF~EM, HEX. REXWFRHiHHII
5.11.2 NCE Power ;5% Ni&EMOSFETs = RiMg. SHLTHIHMA

5.11.3 NCE Power ;SENIEEMOSFETsHE. WA, MEREFZE (2019-2024)

5.11.4 NCE Power AR @ R EE IS

5.11.5 NCE Powerit )\ BHEh&S

5.12 Renesas

5.12.1 RenesasE A 8. SENFEEMOSFETsE =i, HEXIH., RENFERHIHML
5.12.2 Renesas RZEN@EEMOSFETs= milig. ST B

5.12.3 Renesas SZEN@EEMOSFETsHE. WA, MMEKREFZE (2019-2024)

5.12.4 Renesas2 @@ N REEIWE

5.12.5 Renesas® AV RFEHA

5.13 MCC Semi

5.13.1 MCC SemiEAREE. AENFEEMOSFETsE=Eith, HEXIH. THEWFRTiHMAL
5.13.2 MCC Semi ;5ZENEEMOSFETs™= Mg, S NTHiHNA

5.13.3 MCC Semi ;5ZENBEEMOSFETsHE. WA, MIBKZEFIZE (2019-2024)

5.13.4 MCC Semi2BET REEI S

5.13.5 MCC Semitt L REREH

5.14 Nexperia

5.14.1 NexperiaBZA{E 8. SENEEMOSFETsAEF~Eith, HEXIH., FTEXWFRhiFl



5.14.2 Nexperia ;SZENBEMOSFETs= milig. S8 NHiHN A

5.14.3 Nexperia ;5ZENBEMOSFETsHHE. WA, N8 REFE (2019-2024)
5.14.4 NexperiaABE M REEI S

5.14.5 Nexperiatt W R &h7s

5.15 Diodes Incorporated

5.15.1 Diodes IncorporatedEA{E 2. SENEEMOSFETsE = Eith, HEXIEH. TEXNFRHiHHIL
5.15.2 Diodes Incorporated ;SEN@EEMOSFETsF milig. S NHIARN A
5.15.3 Diodes Incorporated /SZ&ENIEEMOSFETsHE. A, MEREFIZE (2019-2024)
5.15.4 Diodes Incorporated 2B &N R EB IS

5.15.5 Diodes Incorporated &\l R EHZ

6 FEI~= RERSZENFBEMOSFETs O

6.1 2IRAEF=RERSENFEEMOSFETsSHE (2019-2030)

6.1.1 @A~ RAERSENBEMOSFETSHERHTIANE (2019-2024)
6.1.2 2IRARE mEERENBEEMOSFETsHEFUM (2025-2030)

6.2 2EAEF AR ENEEMOSFETSIIA (2019-2030)

6.2.1 2IRAREF=REESENFBEMOSFETSUIA R HI74E (2019-2024)
6.2.2 2IKAREF=mIERISENBEMOSFETSUIATIM (2025-2030)

6.3 2K E = RERSENFEEMOSFETSMBES (2019-2030)

7 AR ASRZENEEMOSFETs S 1

7.1 £A RN ARZENEEMOSFETsiEE (2019-2030)

7.1.1 2IRAFENASENBEEMOSFETsHE R THiHHE (2019-2024)
7.1.2 2IRARN S ENBEEMOSFETs#EHETN (2025-2030)

7.2 2IRARENASENBEEMOSFETSIA (2019-2030)

7.2.1 @R REMNASZENEEMOSFETSIMA R HIZHE (2019-2024)
7.2.2 @R REMNASZENEEMOSFETSIATTN (2025-2030)

7.3 @AM ASENBEEMOSFETSINMEERE (2019-2030)

8 LiEH R TiHHHDH

8.1 5&FENBEMOSFETsF= 553 1R

8.2 ;RZENIBEEMOSFETs= b bR 3 4h

8.2.1 EiRFERMIELAIRIR

8.2.2 FRMEN B MEXR AR

8.3 5ZENFEEMOSFETs TRl

8.4 5 ENIBEMOSFETsHHE BB

9 1Tk & RHEF XL 2 A

9.1 5ENIEEMOSFETsTI A BB R EBIRENEER

9.2 ;5ZENIBEMOSFETsT L % B EIIEHI RS

9.3 5% NIBEEMOSFETsITWEE 9 4f

9.4 5ZENIBEEMOSFETsFHE I SWOTH

10 AR R R EiE

11

111 RA*

11.2 BERR

11.2.1 —FEERE

11.2.2 —FEERE

11.3 BER BINIE

11.4 SRR

REEXE

REBR

1. 2ERAR~mEESENBEMOSFETsHERIE K (CAGR) ##2019VS2023VS2030 (HA*ETT)
K2 2RARANANETHILE (CAGR) 2019VS 2023VS 2030 (BRHETT)

% 3: SENBEMOSFETsITI HFi R BIR

R4 HENFEEMOSFETsREEE

*5: LEKFEMXISENBEEMOSFETsFE1EE (CAGR) : (2019VS2023VS2030) & (FR



*6:
rT:
% 8:
=9:

% 10:
=®11:
12
*13:
* 14:
* 15:
= 16:
=17:
% 18:
% 19:
% 20:
=21
r®22:
* 23:
& 24
* 25
* 26
®27:
= 28:
%= 29:
% 30:
% 31:
% 32:
#* 33:
* 34:
* 35:
#* 36:
=37
= 38:
3 39:
= 40:

SHRTEMXSENBEMOSFETsFE (2019-2024) & (FR
SIRFEMXSENFEEMOSFETsF & (2025-2030) & (FR
SIRFTEMXSENBEEMOSFETsFEHIAHE (2019-2024)

SR FEHXSENBEMOSFETs=& (2025-2030) & (FR
SRTIFEE BSENEEMOSFETsFAE (2023-2024) & (FR
SRTIZEE FHSENFEEMOSFETsHE (2019-2024) & (FR)
SHHEHTE BSENEEMOSFETSHETIHNE (2019-2024)

2B TE BSENBEMOSFETSSHE WA (2019-2024) & (BHRHETT)
BT E BmAENFEMOSFETSSHEWNTIZNER (2019-2024)
2B EE BSENBEMOSFETSSHEMNIE (2019-2024) & (ET/R)
2023 FE LT EE~HSENFEEMOSFETSIRAHER (BB ETT)
FEHHEE EHAENBEMOSFETsi#EE (2019-2024) & (FR
PEHZEE F5FENBEMOSFETsHETHIARE (2019-2024)
FEHIZEE FSENBEEMOSFETSHEWAN (2019-2024) & (BHETT)
FEHIZEE FSENBEEMOSFETSHEWATZHE (2019-2024)
2023FEHREFEEFERENEEMOSFETSIMANHER (BA%ETT)
FEHHEE HSENBEEMOSFETSHEMNE (2019-2024) & (ET/R)
SHRFE ERENEEMOSFETs B2 K= iths %

ST E FRIATEI RS ENBEMOSFETsE L4 HEA

SHRFE ESENBEEMOSFETs = MR K i 3

2023F £ESENBEMOSFETsEE @Ahifthi (F—HPA. B HEBAFIE = HARA)
SESENBEEMOSFETsHIHREA. HWEIIRS
SERFEMXSENBEMOSFETSHEWAIEER: (2019VS2023VS2030) & (BHA%ET)
SERFEMXISENEEMOSFETSHEWA (2019-2024) & (BA%T)
SHRFEMXEENEEMOSFETSHEWATHHE (2019-2024)
LIREEMXSENBEMOSFETsSYIN (2025-2030) & (BHAET)
SHRFEMXEENEEMOSFETSIRATZHE (2025-2030)
SHRFEMXSZENEEMOSFETsHHE (FXR) : 2019VS 2023 VS 2030
LHRTEMXSENBEMOSFETsHE (2019-2024) & (FR
SREEMXSENBEMOSFETSSHEHIHNER (2019-2024)

LRI EMXSENBEMOSFETsEE (2025-2030) & (FR)

IR FEMX S ENFEMOSFETSSHE4ME (2025-2030)

Infineon Technologies /SENEEMOSFETsA = Eith, HEXIH. REWFRHFHMIIL
Infineon Technologies SZENEEMOSFETs=MMig. S KLHHMNA
Infineon Technologies

BENBEMOSFETsHE (FR) « AN (BAXET) « Mg (Ex/R) REFZE (2019-2024)

®41:
=42
x 43:
R 44
x 45:
x 46:
RA4T:
* 48:
3+ 49:
% 50:
& 51:
& 52:
= 53:
% 54:
55
< 56:
xR 57:
#* 58:
# 59:
% 60:
*6l:
+62:
& 63:
= 64:

Infineon TechnologiesATEN R EEISS

Infineon Technologiest® L R HEHZ

Onsemi ;SZENEEMOSFETsAF~Eith, HEXIH. TEFXWFRHiFHMII

Onsemi ;5ZENEEMOSFETs = @miMt&. SE&tHizNA

Onsemi ;SZENBEMOSFETs$HE (TR) . WA (BAEmT) « Mg (E/R) REFZE (2019-2024)
OnsemiRXFENTREEIWS

Onsemif L BFFEHZS

Vishay /SZENEEMOSFETsE = EMtl, HEXE., THEWFRTHiHMAL

Vishay ;SZEN@EEMOSFETs™ Riltg. S RHizN A

Vishay ;SENBEEMOSFETsHHE (FTR) « AN (BB %ET) « g (Ex/R) KREFFE (2019-2024)
Vishay AB BT REEWS

Vishaye Al &2 #reh7S

Nuvoton SZENEEMOSFETsAEF=Eith, HEXIH., FEXWF Rzl

Nuvoton ;SZEN@EEMOSFETs= g, S NtHIANA

Nuvoton ;SZENIBEMOSFETsHE (FR) « AN (BAFEm) « Mg Ex/R) REFZF (2019-2024)
NuvotonABEIE T REE IS

Nuvotont W Rz

Toshiba SZENBEMOSFETsEEi, HEXIH. TEWFRHIHMAL

Toshiba ;SZENEEMOSFETs= @ig. S LHizNA

Toshiba /SZENEEMOSFETs#HE (FR) « WA (BRERT) « & (FEx/R) REFZE (2019-2024)
ToshibaABENREEIL S

Toshibaf® WV RFENZ

STMicroelectronics JSZENEEMOSFETsE =&, HEXE. TEXF RN
STMicroelectronics ;SZENEEMOSFETs= Rig. S ATHIHNA



+ 65:

STMicroelectronics

BRZENBEEMOSFETsHHE (FR) « AN (BAXET) « Mg (Ex/R) REFZE (2019-2024)

66
xR 67:
< 68:
* 69:
& 70:
®T1:
®72:
=73
xR 714:
=R 715:
xK 76:
R1T:
K 78:
x®79:
%< 80:
% 81:
* 82:
% 83:
x84
% 85:

STMicroelectronics AT BN REEI S

STMicroelectronicstE )\ R EHA

ROHM ;SZENBIEMOSFETsE = Eith, HEXE., EHWFRHMiL

ROHM ;SZEN@EEMOSFETs Riltg. S NN A

ROHM ;SENB@BEMOSFETSHE (FR) « AN (EA%Em) « Mg (Fx/R) REFZE (2019-2024)
ROHMABE N REE IS

ROHME IV B FRENTS

AOS SZENIBEMOSFETsAE=Eith, HEXE. EEXWFRHiFiL

AOS SZENIBEMOSFETs= miltg. S KLHiHNA

AOS SENBEMOSFETsHE (FR) « AN (BFE%ET) « M (Fx/R) REFZE (2019-2024)
AOSRBEIENTREEIS

AOST IV RFAENS

Panasonic ;SZENIEEMOSFETsE =&, HEXIH. ZTEWNFRThiHit i

Panasonic ;SZEN@EEMOSFETs = i, SR THizaNA

Panasonic ;SZENBEMOSFETsHHE (FR) « A (BR%ER) « Mg (Fx/R) REFE (2019-2024)
Panasonic AT BN REEIS

Panasonictt IV RFEIS

Taiwan Semiconductor ;SZENEEMOSFETsE = Eith, HEXIH., TENFRTHIHM

Taiwan Semiconductor ;5ZENIBEMOSFETs™~= @milig. S RHiHNA

Taiwan Semiconductor

SSENBEMOSFETSHEE (F2) « WA (HHET) « M8 (25/2) REFE (2019-2024)

% 86:
* 87:
7 88:
%< 89:
% 90:
#91:
*92:
#93:
+R94:
+95:
+96:
= oT:
% 98:
= 99:

£ 100:
# 101:
£ 102:
% 103:
xR 104:
# 105:
# 106:
*107:
3 108:
% 109:
% 110:

Taiwan Semiconductor2XBE T REEI S
Taiwan Semiconductori® VBTN
NCE Power ;SZENBEMOSFETsEFEith, HEXIH. REXFRhiFML
NCE Power ;5ZNi@EMOSFETs= @ig. S8 KHinNA
NCE Power /SZENEEMOSFETsHHE (FR) « AN (BA%ER) « Mg (/) REFMZF (2019-2024)
NCE PowerABIENMT R EEW S
NCE Powerf I BRFEHZS
Renesas /SZENEEMOSFETsE=Eit, HEXE. TEXNFRHIHMIIL
Renesas ;SZENIEEMOSFETs=RMlig. SR LN A
Renesas ;SZENIBEEMOSFETsHE (FR) . kAN (BAE®T) . Mg (Ex/R) REFIE (2019-2024)
RenesasABENM REZW S
Renesasitl sRFTEHZS
MCC Semi ;SENBEEMOSFETsA = &ith, HEXE., THEWFRTHiHMi
MCC Semi ;SENBEMOSFETs~ milt&. S¥LHiANA
MCC Semi ;SENEEMOSFETsHE (FR) « A (BRAZER) « & (Fm/R) REFE (2019-2024)
MCC SemiABENTREELS
MCC Semift IV BRFEHE
Nexperia ;SENBEMOSFETsE =B, HEXIE. TEXWNFRTiHHII
Nexperia ;SZENEEMOSFETs=@miE. SR KRTHIAMNA
Nexperia ;SZENIBEMOSFETsH#HE (FR) . KN (BAER) « Mg (Ex/R) REFE (2019-2024)
NexperiaABE M REEWS
Nexperiaft SR EhZS
Diodes Incorporated /SZENBEMOSFETsHEF=Eith, HEXIH. BEWFRHiHMil
Diodes Incorporated ;SZENEEMOSFETs = milig. S NTHIHNA
Diodes Incorporated

BRZENBEEMOSFETsHE (FR) « AN (BAXET) « Mg (Ex/R) REF=E (2019-2024)

= 111:
= 112:
= 113:
= 114:
#* 115:
# 116:
®117:
* 118:
*119:
% 120:
x=121:

Diodes Incorporated 2B BN R EE I F

Diodes Incorporated i\ RN

SIRAFEFE RERSENFEBEMOSFETSSHE (2019-20244F) & (FR)
PIRAFE = RERSENFEEMOSFETSSHEHIANE (2019-2024)
SIRAEFE RERSENFEBMOSFETSSHEFM (2025-2030) & (FR
SHRB AR RERSENFBEMOSFETSHETHIZH N (2025-2030)
LIRAREFE SRS ENBBEMOSFETSUIN (2019-20244F) & (BHRHETT)
2RFFEF RERSENEEMOSFETSIMNTIZHE (2019-2024)

SRR EFERAEBSENBEEMOSFETSIINTUN (2025-2030) & (BHHETT)
IR FEF= RER S ENFEBEMOSFETSWN THIZREFN (2025-2030)
SHRARMASENBEEMOSFETsHE (2019-20244) & (FR)



R 122: 2HRFEMNASENBEMOSFETsHEETH AR (2019-2024)

£ 123: 2HRFRIMASENFEEMOSFETsSHEFM (2025-2030) & (FR

R 124: 2T FREINASENEEMOSFETsSHEHIAR TN (2025-2030)
£ 125: 2HRFRIMASZENFEEMOSFETSUIAN (2019-20244F) & (BAET)
£ 126: £HRFAREMNASZENFEEMOSFETSUNTIZHER (2019-2024)

R 127: 2HRFRMASENEEMOSFETSWATIN (2025-2030) & (BAETT)
% 128: HARMNASZENBEEMOSFETSUATIZBETFN (2025-2030)

% 129: A[ENBEEMOSFETs B RFHEN B REXRARTIR

£ 130: HENBEMOSFETsHAZ TR

R 131: HENBEMOSFETsTEHERRRMEEERE

& 132: BRENBEMOSFETsIT A BB R EEIRIEE

& 133: HZENBEMOSFETsITI % BEIGHIRBE

R 134: H[ENBEMOSFETsITEE S

® 135: HAREE

£ 136: AXHHIMFIER

BRER

B 1: RZENBEMOSFETs=mER

E2: 2AREGERSENBEMOSFETSEHEESI2019 VS 2023 VS 2030 (BAETT)
3: &HRFE~MERSENBEMOSFETsThi%{% %2023 & 2030

E4: 40VE=ERER

B 5. 60Vi=EmERH

E6: 100Vi=@ER

B7. Hit-REA

B 8: AR HELR2019VS 2023VS 2030 (BAET)

E9: &HARRMASEN@EEMOSFETsHIA4%72023 & 2030

E 10: EBmhS%E

B 11: EBESMNAHF

12: Hfith

B 13: 2BKSZENBEEMOSFETs=HEE. 2. FREFIAERARERE (2019-2030) & (FR
B 14: fIKSENBEEMOSFETsFE. FREREEHEE (2019-2030) & (FR

E 15: £KTFEMXSENBEEMOSFETsFE (2019VS 2023VS2030) & (FR
E16: £RTFEMXSENBEMOSFETsFEHIAAE (2019-2030)

B 17: HEISENBEMOSFETSFEE. FFE. FREfIRERELZEEE (2019-2030) & (FR
& 18: HEISENBEEMOSFETsFFE. HIHERERLRBESE (2019-2030) & (FR
B 19: 2ESZENBEMOSFETsHIAHE T RIEZKE: (2019-2030) & (BHAET)

B 20: 2BHiHSENEEMOSFETsHZME: 2019VS 2023 VS 2030 (BH%ETT)
E21: 2KHIHSENEEMOSFETsHERILKE (2019-2030) & (FR

E22: KB SENBEMOSFETsNIg#E (2019-2030) & (ET/R

B 23: 2023FE2BHHHTEE FRENBEMOSFETSHEHIAHRE

B 24: 2023FE 2B EE BAENEEMOSFETSIMN T IHD

B 25: 2023FEHEHHEE FRENBEEMOSFETsHEHR AN

B 26: 2023FEHREBHEE FRENBEEMOSFETSIIN AR

B 27: 2023FE eI A RE =B ENEEMOSFETsTH AR EI

B 28: 2023FE2IKSENIEEMOSFETsE—#PA. B _HEAME =B B RHIHHE
B 29: 2KFEMXSENBEEMOSFETsEHEUAN (2019VS 2023VS 2030) & (BHETT)
30: £RFEMXFENBEMOSFETSHEWNTIZHER (2019 VS 2023)

B 31: JtEFIHSENEEMOSFETsHERIEKE (2019-2030) & (FH

B 32: JbEHIHSENBEEMOSFETSIMIARIEKZE (2019-2030) & (BA*ET)

B 33: BUMHEIZSENEEMOSFETSHHERILKE (2019-2030) & (FR

B 34: EUMHIHSENEEMOSFETsIIARIERKZE (2019-2030) & (BAET)

B 35: FETHIHSENBEMOSFETsSHERIEKE (2019-2030) & (FR

B 36: FEHHSENEEMOSFETSIRARIEKE (2019-2030) & (BRHETT)

E 37: BAHHSENFEEMOSFETsHERILKE (2019-2030) & (FR

B 38: HATHIZHSENEEMOSFETSIARIEKE (2019-2030) & (BAH*ET)

B 39: FEIThimSEN@EEMOSFETsSHERIEKE (2019-2030) & (FR

B 40: FHEITHiHSENEEMOSFETSURARIEKE (2019-2030) & (AR ETT)

B 41: ENEFHIZHSENEEMOSFETSHERIEKE (2019-2030) & (FR

B 42: ENEHHSENEEMOSFETSIRARIEKZE (2019-2030) & (BHETT)



& 43:
& 44:
& 45:
& 46:
B 47:
& 48:
& 49:

LHRAREF RS ENFEEMOSFETSMEES (2019-2030) & (ET/R)
SHRAREMNASRZENEEMOSFETSINMEER (2019-2030) & (ET/R)
SSENBBMOSFETsF =l 5%

BENEEMOSFETsHE R SWOTS 7

XERIFBIR

BHTmLER B LM FEIE

BR=ANE


http://www.tcpdf.org

